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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 ア ル ミ ナ 系 微 粒 子 、 研 磨 促 進 剤 お よ び 水 を 含 有 し 、 該 ア ル ミ ナ 系 微 粒
子 の α 化 率 が ６ ５ ～ ９ ０ ％ で 比 表 面 積 が ３ ０ ～ ８ ０ ｍ ２ ／ ｇ で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導
体 装 置 用 金 属 膜 研 磨 ス ラ リ ー 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 該 ア ル ミ ナ 系 微 粒 子 の 平 均 粒 子 径 が 、 ０ ． ０ ５ ～ ０ ． ５ μ ｍ で あ る 請
求 項 １ に 記 載 の 半 導 体 装 置 用 金 属 膜 研 磨 ス ラ リ ー 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 該 ア ル ミ ナ 系 微 粒 子 の 濃 度 が 、 ０ ． ５ ～ ２ ０ 重 量 ％ で あ る 請 求 項

に 記 載 の 半 導 体 装 置 用 金 属 膜 研 磨 ス ラ リ ー 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　

　 　 【 請 求 項 ７ 】 　

　 　 【 請 求 項 ８ 】 　

　 　 【 請 求 項 ９ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　

該 ア ル ミ ナ 系 微 粒 子 が ア ル ミ ナ 水 和 物 を 含 む 請 求 項 １ に 記 載 の 金 属 膜
研 磨 ス ラ リ ー 。

該 ア ル ミ ナ 系 微 粒 子 の 最 大 粒 子 径 が 、 １ ． ０ μ ｍ 以 下 で あ る 請 求 項 １
ま た は ２ に 記 載 の 半 導 体 装 置 用 金 属 膜 研 磨 ス ラ リ ー 。

ま た は ２
１ ～

４ の い ず れ か
研 磨 促 進 剤 が 、 無 機 系 研 磨 促 進 剤 で あ り 、 そ の 添 加 量 が ２ ～ ７ wt％ で

あ る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 半 導 体 装 置 用 金 属 膜 研 磨 ス ラ リ ー 。
研 磨 促 進 剤 が 、 有 機 系 研 磨 促 進 剤 で あ り 、 そ の 添 加 量 が ０ ． １ ～ ５ wt

％ で あ る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 半 導 体 装 置 用 金 属 膜 研 磨 ス ラ リ ー 。
請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の 半 導 体 装 置 用 金 属 膜 研 磨 ス ラ リ ー を

、 金 属 膜 と 絶 縁 膜 と を 有 す る 半 導 体 基 板 に 供 給 し 、 金 属 膜 を 化 学 的 機 械 研 磨 す る 工 程 を 含
む 半 導 体 装 置 の 研 磨 方 法 。

金 属 が タ ン グ ス テ ン 、 ア ル ミ ニ ウ ム ま た は 銅 で あ る 請 求 項 ８ に 記 載 の
半 導 体 装 置 の 研 磨 方 法 。

絶 縁 膜 の 研 磨 レ ー ト に 対 す る 金 属 膜 の 研 磨 レ ー ト の 比 を １ ９ ０ 以 上
で 研 磨 す る 請 求 項 ８ ま た は ９ に 記 載 の 半 導 体 装 置 の 研 磨 方 法 。
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